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Révision de la présente publication
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Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
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Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Douziéme complément a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes genéraux des méthod ‘

PREAMBULE

3) Dans le but d’encourager l'unification inte
leurs régles nationales le texte de la recomy

PREFACE

omité d’Etudes N° 47 de la CEI: Dispositifs 4 semiconducteurs et circuits

olalres gt des’transistors a effet de champ

transistors bi

Le paragraphe 4.2:4 de la section un du chapitre I résulte des travaux qui ont débuté a Stockholm (octobre 1971) et se sont
poursuivis & Munich (juin 1973). Un projet, document 47(Bureau Central)528, a ét¢ soumis aux Comités nationaux pour
approbation suivant la Reégle des Six Mois en juin 1974,

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de ce projet:

Allemagne Finlande Roumanie

Australie France Royaume-Uni

Belgique Israél Suéde

Canada Japon Suisse

Danemark Pays-Bas Tchécoslovaquie

Espagne Pologne ) Turquie

Etats-Unis d’Amérique Portugal Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

Le Comité national italien a voté contre la publication de ce projet.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Twelfth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General principles of measuring metho

\

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for intg
sense.

national conditions will permit. Any divergence
should, as far as possible, be clearly indicated in

7 General Principles of Measuring Methods, of IEC Publication 147. Part 1,
dealing with essefitial xati : eristics, is issued as I EC Publication 147-1.

transistors.

Sub-clause 4.2.4 of Sectitsh One, Chapter 1, results from the work started in Stockholm (October 1971) and continued in
Munich (June 1973). A draft, Document 47(Central Office)528, was submitted to National Committees for approval under the
Six Months’ Rule in June 1974.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication of this draft:

Australia Germany Spain

Belgium Israel Sweden

Canada Japan Switzerland

Czechoslovakia Netherlands Turkey

Denmark Poland Union of Soviet Socialist Republics
Finland Portugal United Kingdom

France Romania United States of America

The Italian National Committee voted against the publication of this draft.
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Le paragraphe 14.7 du chapitre 11 et I'article 17 du chapitre IV résultent des travaux qui ont débuté a Stockholm (octobre
1971) et se sont poursuivis & Munich (juin 1973). Un projet, document 47(Bureau Central)529, a été soumis aux Comités natio-
naux pour approbation suivant la Régle des Six Mois en juin 1974.

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de ce projet:

Allemagne Finlande Roumanie

Australie Israél "Royaume-Uni

Belgique Italie Suéde

Canada Japon Suisse

Danemark ' Pays-Bas Tchécoslovaquie

Espagne Pologne Turquie

Etats-Unis d’Ameérique Portugal Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

Le Comité national francais a voté contre la publication de ce projet.

Tous les autres articles résultent des travaux qui ont débuté & Tokyo (juin 1975) et & Nice (juin 1976)\et se sont poursuivis a

Afrique du Sud (République d") Espagne

Allemagne Finlande
Australie Japon
Belgique Pays-Bas
Canada Roumanie

Egypte
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Sub-clause 14.7 of Chapter 11 and Clause 17 of Chapter 1V result from the work started in Stockholm (October 1971) and

continued in Munich (June 1973). A draft, Document 47(Central Office)529, was submitted to National Committees for
approval under the Six Months' Rule in June 1974.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication of this draft:

Australia Israel Spain

Belgium Italy Sweden

Canada Japan Switzerland

Czechoslovakia Netherlands Turkey

Denmark : Poland Union of Soviet Socialist Republics
Finland Portugal United Kingdom

Germany Romania United States of America

The French National Committee voted against publication of this draft.

Al the other clauses result from the work started in Tokyo (June 1975) and Nice (June 1976), and continued in Moscow
(June 1977). A draft, Document 47(Central Office)699, was submitted to National Committeg
Months’ Rule in 1978.

Australia - Germany

Belgium - Japan

Canada Netherlands
Czechoslovakia Romania

Egypt South Africa (Republi
Finland ' Spain

The French National Committee voted against publication of
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Douziéme compléinent a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
- DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

- CHAPITRE I: DIODES A SEMICONDUCTEU

SECTION UN — DIODES POUR SIGNAUX DE

Pages 8 a 12 de la Publication 147-2B de la CEI

Remplacer les articles 1, 2 et 3 exisydnis_par

1. Courant inverse I

a) But

Mesurer le.courant in ediode pour une tension inverse spécifiée.

b) SC@

216180

D = diode en mesure

FIGURE 1

¢) Description et exigences du circuit
R, est une résistance étalonnée (pour la mesure en impulsions seulement).

~ R, est une résistance de protection.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2M 1980


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60147-2m-1980
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60147-2m-1980

Twelfth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General pfinciples of measuring methods

CHAPTER I: SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION ONE — LOW-POWER SIGNAL DIQ

Pages 9 to 13 of IEC Publication 147-2B

Replace the existing Clauses 1, 2 and 3 b

1. Reverse current Iy

a) Purpose

To measure the der specified reverse voltage.

b) Circuit d

216180

D = diode being measured

FIGURE |

¢) Circuit description and requirements
R, is a calibrated resistor (pulse measurement only).

R, is a protective resistor.
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Pour la mesure en impulsions, on remplace le générateur de tension variable par un généra-
teur d'impulsions de tension, le voltmétre par un appareil de mesure de pointe et 'ampere-
meétre par un voltmétre de pointe branché aux bornes de la résistance étalonnée R,.

d) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

Régler le générateur de tension variable de fagon a obtenir, aux bornes de la diode, la tension
inverse spécifiée Vj,.

L’ampéremétre A indique la valeur du courant inverse Ip.

e) Conditions spécifiées

— Température ambiante, température de boitier ou températy m point de référence
(’umh’ ’cusc’ trel')'

— Tension inverse ( V).

— Largeur des impulsions et facteur d’utilisation, si

2. Tension directe V}:

a) But

Mesurer la tension directe
conditions spécifiées.

de signal ou de commutation dans des

b) Schéma

9,

217/80
D = diode en mesure

FIGURE 2

¢) Description et exigences du circuit
R, est une résistance étalonnée (pour la mesure en impulsions seulementy).
R, est une résistance de valeur élevée.

Pour la mesure en impulsions, on remplace le générateur de tension variable par un généra-
teur d'impulsions de tension, le voltmétre par un appareil de mesure de pointe, et Pampére-
métre par un voltmétre de pointe branché aux bornes de la résistance étalonnée R,.
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If a pulse measurement is.required, the variable voltage generator is replaced by a voltage
pulse generator, the voltmeter is replaced by a peak-reading instrument and the ammeter is
replaced by a peak-reading voltmeter across the calibrated resistor R,.

d) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.

The variable voltage generator is adjusted to obtain the specified value of reverse voltage Vg
across the diode.

The reverse current I is read from the ammeter A.

e) Specified conditions

— Ambient, case or reference-point temperature (4,1, foases frer)-

— Reverse voltage (V).

— Pulse width and duty cycle, where applicable.

2. Forward voltage V;
a) Purpose . .
To measure the forward voltage 0SS al or_switching diode under specified
Ry

conditions.

b) Circuit diagram

| w(v) Yo
‘ 217180
D = diode being measured

FIGURE 2

¢) Circuit description and requirements
R, is a calibrated resistor (pulse measurement only).
R, is a high value resistor.

If a pulse measurement is required, the variable voltage generator is replaced by a voltage
pulse generator, the voltmeter is replaced by a peak-reading instrument, and the ammeter is
replaced by a peak-reading voltmeter across the calibrated resistor R;.
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d) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

Régler le générateur de tension variable de fagon a obtenir la valeur spécifiée du courant
direct ..

Le voltmeétre V indique la tension directe V.

¢) Conditions spécifiées

— Température ambiante, température de boitier ou température d’un point de référence
(tumh’ tcuse’ tref)'

— Courant direct (I).

— Largeur des impulsions et facteur d’utilisation, si applicable.

3. Capacite C,

a) But

Mesurer la capacité totale d’'une diode da

b) Schéma

D Pont alternatif
Wr
O
N
218/80

D = diode en mesure

FIGURE 3

¢) Description et exigences du circuit

La conductance de la résistance R doit étre faible vis-a-vis de I’admittance de la diode en
mesure.

Le condensateur C doit pouvoir supporter la tension de polarisation inverse de la diode et
doit étre équivalent & un court-circuit a la fréquence de mesure.
d) Précautions d prendre

Le pont doit étre capable de supporter la tension de polarisation inverse de la diode sans
altérer la précision de la mesure. Si la capacité mesurée est tres petite, les conditions de mon-
tage ont une influence sur la précision des résultats et elles doivent étre spécifiées.
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d) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.

The variable voltage generator is adjusted to obtain the specified value of forward current Ip.

The forward voltage Vg is read from the voltmeter V.

e) Specified conditions

— Ambient, case or reference-point temperature (f,,p, fases fref)-

— Forward current (/).

— Pulse width and duty cycle, where applicable.

3. Capacitance C,

a) Purpose

b) Circuit diagram

/éa/ D A.C. bridge
EONE

D = diode being measured

FIGURE 3

¢) Circuit tion and requirements

The conductance of resistor R should be low compared with the admittance of the diode

being measured.

The capacitor C must be able to withstand the reverse bias voltage of the diode and should
present a short circuit at the frequency of measurement.

d) Precautions to be observed

The bridge must be able to withstand the reverse bias voltage of the diode without affecting
the accuracy of the measurement. If the measured capacitance is very small, the mounting
conditions will affect the accuracy of the results, and they should be specified.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2M 1980


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60147-2m-1980
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60147-2m-1980

— 14 —

e) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

Ajuster la tension aux bornes de la diode a la valeur spécifiée V. Mettre alors le voltmétre V
hors circuit; déterminer la capacité de la diode en mesure, a I'aide du pont alternatif, en sous-
trayant la valeur en I'absence de diode dans la monture de la valeur avec présence de la
diode dans la monture.

/) Conditions spécifié¢es
Température ambiante, température de boitier ou température d’un point de référence (¢,
tcuse’ tref )
— Tension inverse ( Fy).

— Fréquence de mesure, si elle différe de 1 MHz.

— Conditions de montage de la diode, si nécessaire.

Page 12 de la Publication 147-2B de la CE|

4. Parameétres de commutation

Ajouter le paragraphe suivant:

erse d’'une diode rapide, par exemple lorsque le temps
100 ns.

D
AXaiblissel | ~ Affaiblisseur
\"\\/> I —
N
2
;%I%/' ' 219180

D = diode en mesure

de recoyviem

b)

FIGURE 4

¢) Description et exigences du circuit

L’'impédance de sortie du générateur G et I'impédance d’entrée de 'oscilloscope sont égales a
50 © sauf spécification contraire. Les temps de montée du générateur et de I'oscilloscope doi-

vent &tre faibles devant ¢,,.
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e} Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.

The voltage across the diode is adjusted to the specified value V. Then the voltmeter V is
taken out of the circuit and the capacitance of the diode being measured is determined, using
the a.c. bridge, by subtracting the value without the diode in its mounting from the value
with the diode in its mounting,.

f) Specified conditions

Ambient, case or reference-point temperature (£, fages frof)-

— Reverse voltage (V).
— Measurement frequency, if different from | MHz.

— Mounting conditions of the diode, if necessary.

Page 13 of IEC Publication 147-2B

4. Switching parameters
Add the following sub-clause: . &

4.2.4  Reverse recovery time (with Iy spe

a) Purpose

To measure the re
100 ns.

b) Circuia
Y 1
VAN A\tl*n\u\akx / H %L Attenuator

219/80

D = diode being measured

FIGURE 4

¢) Circuit description and requirements

The output impedance of the generator G and the input impedance of the oscilloscope are
equal to 50 Q unless otherwise specified. The rise times of the generator and of the oscil-
loscope should be small compared with ¢,
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La largeur de 'impulsion doit étre supérieure a 3 £, max.

Les affaiblisseurs doivent avoir une impédance caractéristique de 50 Q sauf spécification
contraire, avoir une atténuation supérieure ou égale a 6 dB et pouvoir laisser passer le cou-
rant continu.

La constante de temps R, G doit é&tre inférieure a 1/10 ¢, max., sauf spécification contraire,
avec:

R

partie réelle de I'impédance totale vue par la diode;
(. = capacité totale du circuit incluant la diode.
C doit étre grand devant #,, max./R,.

L’impédance Z du générateur de courant doit &tre supérieure a R

d) Précaution d prendre

Aucune précaution spéciale.

e) Exécution

Régler la température a la valeur spécifiée.

Le générateur de courant continu fournit

Le temps de recouvrement i est 1 e de temps qui existe entre I'instant ou le
réduit (aprés avoir atteint Iy) au courant de

lyp— — — — —_——

M —————

220/80

FIGURE 5

f) Conditions spécifiées
— Température ambiante ou température d’un point de référence (£, fer)-

— Courant direct (1)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2M 1980


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60147-2m-1980
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60147-2m-1980

—_ 17 —

The pulse width should be larger than 3 ¢, max.

Attenuators should have a characteristic impedance of 50 Q unless otherwise specified,
should have an attenuation higher than or equal to 6 dB and should be able to carry d.c.

The time constant R, (| should be lower than 1/10 t.. max., unless otherwise specified, with:

R; = real part of the total impedance, as seen by the diode;
C_ = total capacitance of the circuit including the diode.
C should be high compared with ¢, max./R, .

The impedance Z; of the current generator should be greater than R,.

d) Precautions to be observed

No special precaution.

e) Measurement procedure

The temperature is set to the specified value.

I ———

220/80

FIGURE 5

f) Specified conditions
— Ambient or reference-point temperature (Z,,,p, fef)-

— Forward current (/Ir).
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— Courant inverse de pointe (Iyy)-

— Courant de recouvrement inverse (i,.).

® Exemple de conditions spécifiées: I = 10 mA
i, = 1mA

Page 24 de la Publication 147-2B de la CEI

5. Rendement de détection

Remplacer l'article entier par les paragraphes suivants:
5.1 Rendement de détection en tension 1,

a) But

Mesurer le rendement de détection e iR d u@di de designal dans des conditions spé-
cifiées.

b) Schéma

{0}
l
I

& <] ©

221/80

D = diode en mesure

FIGURE 6

¢) Description et exigences du circuit
G est un générateur a faible impédance.
V est un voltmétre pour la mesure des tensions efficaces.

La valeur de R, doit étre élevée par rapport a la valeur de I'impédance de sortie du généra-
teur et a la valeur de I'impédance directe de la diode.

d) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

Régler le générateur de fagon 4 obtenir la valeur efficace spécifiée de V.
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— Peak reverse current (Igpy).

— Reverse recovery current (i,,).

® Example of specified conditions: Ir = 10 mA
10 mA
1 mA

I

IRM

lrr

Page 25 of IEC Publication 147-2B

5. Detector efficiency

Replace the whole clause by the following sub-clauses:

5.1  Detector voltage efficiency n,

a) Purpose

To measure the detector voltage efficiency ¢r specified conditions.

b) Circuit diagram

&

221180

D = diode being measured

FIGURE 6

¢) Circuit description and requirements
G is a low-impedance generator.
V is a r.m.s. reading voltmeter.
The value of R should be high compared with the value of the output impedance of the
generator and the value of the forward impedance of the diode.
d) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.

The generator is adjusted to give the specified r.m.s. value of V.
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Lire V; sur le voltmétre; calculer le rendement de détection a partir de expression suivante:

Vs

—_ i 0,
T = 7 (< 100%)

e) Conditions spécifiées
— Température ambiante, température de boitier ou température d’'un point de référence
(tzlmh’ tcusc’ ’ref)-
— Fréquence de mesure (généralement 100 MHz).

— Paramétres du circuit (R, et ().

— Tension V) (valeur efficace).

5.2 Rendement de détection en puissance yn

a) But
Mesurer le rendement de détection e signyl dans des conditions

spécifiées.

en puissance d

b) Schéma

>4l

222(80

D = diode en mesure

FIGURE 7

et exigences du circuit
générateur a faible impédance.
V est un voltmétre électronique.

Le transformateur doit avoir de faibles pertes et la valeur de la résistance de pertes équiva-
lente doit étre incluse dans R,

Le transformateur doit avoir un rapport de transformation tel que Iimpédance R, soit
adaptée a R;.

La valeur de R doit étre élevée par rapport a celle de I'impédance directe de la diode. La
constante de temps (; R, doit étre grande par rapport a 'inverse de la fréquence de mesure.

Le condensateur C, doit présenter un court-circuit a la fréquence de mesure.
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V, is read from the voltmeter and the detector voltage efficiency is calculated using the
expression:
__b 0
n, = Vi3 ( x 100%)
e) Specified conditions

— Ambient, case or reference-point temperature (£, Luses fer)-

— Measurement frequency (usually 100 MHz).
— Circuit parameters (R_and Q).

— Voltage V, (r.m.s. value).

5.2 Detector power eﬂiciehcy s

a) Purpose

To measure the detector power efficiency of a signal diode gnditions.

b) Circuit diagram

Ci——=

&

222180
D = diode being measured

FIGURE 7

VY is an electronic voltmeter.

~

The transformer should have a low loss, and the equivalent value of the loss resistance
should be included in R,.

The turns ratio of the transformer should be such as to ensure impedance matching between
R,and R,.

The value of R, should be high compared with the value of the forward impedance of the
diode. The time constant C_ R, should be large compared to the reciprocal of the
measurement frequency.

Capacitor C, should provide a short circuit at the measurement frequency.
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